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１．概要（Summary） 

超音波イメージング用トランスデューサの高性能化のた

め、従来の圧電セラミクスに代え、有機圧電薄膜による受

信高感度を検討した。CMOS 上に P(VDF-TrFE)薄膜

を直接製膜することで配線寄生容量を最小化し、CMOS
と素子静電容量を整合した 190μm × 190 μm、16 × 4 
chs、pitch 200 μm の 20 MHz 超音波トランスデューサ

アレイを試作した。結果、従来の圧電セラミクスを用いたト

ランスデューサと比較し、高感度かつ広帯域な受信特性

を得ることができた。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
光リソグラフィ装置MA-6 、 LL式高密度汎用スパッタリ

ング、 塩素系 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
スピンコート法により P(VDF-TrFE)を CMOS 上に膜

厚 4.5 µm 成膜する。P(VDF-TrFE)上に、スパッタにより

上部電極 Au を 100 nm 成膜する。Ar ドライエッチングに

て Au をパターンニングしトランスデューサアレイを作製。

Al 線でワイヤーボンディング後、P(VDF-TrFE)を分極処

理。距離 10mmに配置した平面波水中音源を 2-20MHz
の Sin バースト駆動し、CMOS アンプ出力より受信音響

感度を測定する。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したデバイス写真を Fig. 1 に示す。測定した水中

の音響受信感度をFig. 2に示す。作製したトランスデュー

サは現行トランスデューサと比較して、10 MHz にて約 20 
dB高感度、かつ20 MHz以上の周波数においてもフラッ

トな広帯域特性を示した。 
４．その他・特記事項（Others） 

・ AMED #JP19hm0102060 の支援を受けた 

・ CMOS LSI は VDEC (現 d.lab)にて設計した 
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Fig. 1 P(VDF-TrFE) on CMOS transducer 

Fig. 2 Comparison of receive sensitivity 


